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Метою данної роботи був розвиток методів генерації безперервних пучків 

багатозарядних іонів неметалів для напівпровідникової промисловості. Для 

напівпровідникових приладів використовуються різні іони в широкому діапазоні

енергій, але насамперед це іоні Р, В, Sb, As. Енергетичний діапазон лежить від 100 eВ 

для неглибокої поверхневої імплантації до багатьох МеВ для глибокої імплантації, 

однак найважливішою є низькоенергетична область іонної імплантації (близько 

100 еВ). Одною з найважливіших задач є оптимізація "оптики" іонного джерела. 

Оптимізація параметрів джерела заряджених частинок здійснювалась с допомогою 

чисельного моделювання, яке дозволяє вибрати найбільш оптимальний варіант 

конструкції джерела та оцінити вплив різноманітних параметрів на характеристики 

пучка. Було знайдене оптимальний розмір апертури для емісійного електрода, який 

дозволяє одержати пучок утримуючий близько 70% однозарядних іонів бору.


